
برگه‌‌مشخصات‌فنی
TPD3آشکارساز‌نیمه‌هادی‌مدل‌

اتصال‌مستقیم‌به‌اسیلوسکوپ‌جهت‌نمایش‌داده‌ها
نانومتر1100الی‌430آشکارسازی‌در‌بازه‌طول‌موجی‌

دقت‌بالا‌و‌کاربری‌آسان
قابلیت‌آشکارسازی‌باریکه‌های‌نوری‌پالسی‌و‌پیوسته

C-Mountدارای‌استاندارد‌رزوه‌های‌
پوشش‌آنودایز‌بدنه‌جهت‌جلوگیری‌از‌بازتاب‌

www.ashabeam.com

Si Photodiode نوع‌حسگر

mm2 2.7 x 2.7 سطح‌حساس

mm ∅ 3 سطح‌ورودی

nm 430 -1100 بازه‌طول‌موج

V < 60 ولتاژ‌بایاس

ns ≤  100 زمان‌خیزش

ns ≤ 100 زمان‌افت

fW/ 𝑯𝒛 50 (نوعی)توان‌معادل‌نویز‌

nA < 30 جریان‌تاریک‌نوعی

pF (f=1MHz) 70 ظرفیت‌خازنی‌اتصال

nm 900 بیشینه‌حساسیت

مشخصات‌فنیویژگی‌ها

نانومتر،900موجطولحساسیتبیشینهومربعمیلی‌متر7.5ازکمترمساحتباTPD3نیمه‌هادیحسگر
.می‌رودبه‌شمارنزدیكفروسرختاUV-Aپرتوهایآشكارسازیبرایمناسبیگزینه

30تاریکجریانوولت60تابایاسولتاژتحملتوان،نانوثانیه200ازکمترافتوخیزشزمانباحسگراین
.كندآشكارسازیراپیوستهوپالسیلیزرهایپرتوازتوجهیقابلبخشمی‌تواندنانوآمپر
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6 𝑚𝑜𝑛.


